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Die vorliegende Ubersicht enthdlt in gedréngter Form die wichtigsten Grenz- und Kenndaten der in der
DDR gefertigten Halbleiterbauelemente. Die Kennwerte werden im allgemeinen fiir eine Umgebungs-
temperatur von 25 °C angegeben.

Dem Anwender soll durch diese Ubersicht die Auswahl der jeweils in Frage kommenden Typen erleich-
tert werden. Wir weisen darauf hin, daB wir uns Anderungen, die durch den technischen Fortschritt be-
dingt sind, vorbehalten.

Spezielle Anfragen und Bestellungen sind an das jeweilige Herstellerwerk zu richten.

B pamHom o630ope B COKpauml@HHOM BME M3NOKEHB BAKHEHIINE TEXHMUECKMC JIAHHBIE M Xapakre-
PMCTHKA M3ro TOBICHHHX B [JIP MOAyNpOBOAHMKOB. IIpMBef€HHLIE TEXHHMYECKME JaHHbIE B OOLIEM
XapaKTepPHLI NpPHM TEMIEPATYPE BHEIIHEH Ccpefsl OT 25°C.

3apaueit storo o63opa sensgerca obaeruuts ynorpeOureno BeIGOp HeoOXOAMMEIX €MY THIIOB.

Mul yKa3eIBa€M Ha TO, YTO MpaBO Ha M3MCEHEHMA, OOYCIOBJIEHHBIE TEXHMYECKMM MPOrPECCOM, MBI
ocTasngem 3a co0oi. Co CmenMaTBHEIMM BONPOCaMM M 3aKasamyu o6paiianTech K COOTBETCTBYIOLICMY
3aBOAY-M3TOTOBUTENIO,

This survey contains a summary of the most important quantities and characteristic data of the semi-
conductor components made in the GDR. The indices given generally apply or an ambient temperature

of 25°C.
This survey is to facilitate the selection of the types that come to the question for the user. We would like

to point out that we reserve the right to make modifications due to technological advance.
Please address inquiries and orders to the manufacturer.

Halbleiterbauelemente-Industrie der Deutschen Demokratischen Republik

IIpoMbIIIIEHHOCTD O MPOU3BOJCTBY NONYNPOBOJXHINKOB
T'epmanckoit J{emoxkpaTuueckoi PecoyOmukn

Semiconductor component industry of the German Democratic Repubilic.




Typenverzeichnis

Ilepevyens THOOB

Type list
Typ Her-  Seite Typ Her- Seite | Typ Her-  Seite Typ Her-  Seite
steller steller steller steller
D100C HFO 7 GD 242 RWN 11 SC206 HFO/RWN 8 SZ 600/11 GWS 15
D103C HFO 7 GD 243 RWN 11 SC 207 HFO/RWN 8 SZ 600/12 GwS 15
D110C FWE 7 GD 244 RWN 11 SF 121 HFO 8 SZ 600/13 Gws 15
D120C HFO 7 GF 100 HFO 10 SF 122 HFO 8 SZ 600/15 Gws 15
D130C HFO 7 GF 105 HFO 10 SF123 HFO 8 SZ 600/16 Gws 15
D140C HFO 7 GF 145 RWN 10 SF 126 HFO 8 SZ 600/18 Gws 15
D150C HFO 7 GF 147 RwN 10 SF 127 HFO 8 SZ 600/20 Gws 15
D151C HFO 7 GP119 WF 18 SF128 HFO 8 SZ 600/22 Gws 15
D153C HFO 7 GP 120 WF 18 SF 129 HFO 8 A S7X18/1D---
D154 C HFO 7 GP 121 WE 18 SF13 HFO 8 18/22D WF 15
D160 C HFO 7 GP 122 WF 18 SF 132 HFO 8 A 57X 19/51D---
D172C FWE 7 GS 109 HFO 1 SF 136 HFO 8 19/24D WF 15
D181C HFO 7 GS 111 HFO 1 SF 137 HFO 8 WSZX20/1:--
D191C HFO 7 GS 112 HFO 1 SF 138 HFO 8 20/22 WF 15
D195C HFO 7 GS 121 HFO N M SF 150 HFO 8 W S5ZX21/51:--
D200C AMD 7 GS 122 HFO M SF215 HFO/RWN 8 21/24 WF 16
D210C AMD 7 A GY 099 HFO 18 SF 216 HFO/RWN 8 SZY 20 WF 16
Dz22ocC AMD 7 A GY 100 HFO 18 SF 225 'I_-lFO ) 8 SZY 21 WF 16
D230C AMD 7 AGY 101 HFO 18 SF 235 HFO 8 SZY 22 WF 16
HD240C AMD 7 A GY 102 HFO 18 SF 240 HFO 8 SZY 23 WF 16
HD251C AMD 7 A GY 103 HFO 18 SF 245 HFO 8 U101 D FWE
HD274C AMD 7 A GY 104 HFO 18 SM 103 FWE 9 U102D FWE
A GA 100 WEF 17 A GY 105 HFO 18 SM 104 FWE 9 U103D FWE 8
A GA 101 WF 17 A GY 109 GWG 18 SMY 50 FWE 10 u104D FWE 8
A GA 102 WF 17 A GY 110 GWG 18 . SMY 51 FWE 10 U105D FWE 8
A GA 103 WF 17 A GY 111 GWG 18 SMY 52 FWE 10 U106D FWE 8
A GA 104 WF 17 A GY112 GWG 18 SS106 HFO 9 U1o7D FWE 8
GA 105 WF 17 AGY 113 GWG 18 55108 HFO 9 Selen- 19-
A GA 106 WF 17 AGY 114 GWG 18 S5 109 HFO 9 gleichrichter GWG 22
A GA107 WF 17 A GY 115 GWG 18 S5200 HFO/RWN 9
GA 108 WF 17 SA 301 FWE 13 S5201 HFO/RWN 9
A2GA109 WF 17 SAL 41 FWE 12 SS202 HFO/RWN 9
2GA113 WF 17 SAL 43 FWE 12 SS216 HFO/RWN 9
4GA 114 WF 17 SAL 45 FWE 12 S$218 HFO/RWN 9
GAY 60 WF 17 SAM 42 RWR 12 S5 219 RWN 9
GAY 61 WF 17 SAM 43 FWE 12 M SSY 20 HFO 9
A GAY 62 WF 17 SAM 44 FWE 12 HST103 WF 14
GAY 63 WF 17 SAM 45 FWE 12 HST 111 Gws 14
GAY 64 WF 17 SAM 62 RWR 12 HST121 GWS 14
GAZ 16 WF 17 SAM 63 FWE 12 SY 160 GWS 13
A GAZ 17 WF 17 SAM 64 RWR 1« SY 162 Gws 13
GC 100 HFO 10 SAM 65 FWE 12 SY 164 Gws 13
AGC101 HFO 10 H SAY 12 WF 12 SY 166 GWS 13
A GC112 HFO 10 M SAY 16 WF 12 SY170/1---2 GWS 14
GC116 HFO 10 SAY 17 WF 12 SY171/1-.--2 GWS 14
GC 117 HFO 10 SAY 18 WF 12 SY200---210 GWS 13
GC 118 HFO 10 SAY 19 WF 12 H SY 250/
GC 121 HFO 10 SAY 20 WF 12 05---10 GWS 13
GC 122 HFO 10 SAY 30 RWM 12 SZ 600/0,75 GWS 15
GC123 HFO 10 SAY 32 RwWM 12 SZ 600/5,1 GWS 15
GC 301 HFO 10 SAY 40 RWM 12 SZ 600/5,6 GWS 15
GD 160 RWN 11 SAY 42 RwWM 12 SZ 600/6,2 GWS 15
GD 170 RWN 11 SAZ 12 WF 11 SZ 600/6,8 GWS 15
GD 175 RWN 11 SAZ 13 WF 1" SZ 600/7,5 GWS 15
GD 180 RWN 11 M SAZ 54 WF 12 SZ 600/8,2 GWS 15
GD 240 RWN 11 M SAZ 61 WF 12 SZ 600/9,1 GWS 15
GD 241 RWN 11 HMSAZ T WF 12 SZ 600/10 GWS 15




A Nicht fiir Neuentwicklungen
M In Entwicklung

A He npegHasHaueHo Jjiad HOBBEIX
paspaboToxk
M B gauusiit MoMeHT paspabaTsiBaeTca

A Not for new developments
W Under development

HFO

GWG

GWS

RWN

RWM

RWR

WF

Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
Stammbetrieb

VEB Gleichrichterwerk GroBraschen
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

VEB Réhrenwerk Anna Seghers Neuhaus
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

VEB Réhrenwerk Miihlhausen
Betrieb im Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

VEB Réhrenwerk Rudolstadt
Betrieb im Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik Dresden




Kurzzeichen

ba
Ct
G
CL
CIDI
Caz

Af

fo
fa
fr

Gpl

Gp:
h21e
h21e

Flache
Einfligungsddmpfung
Gehéusekapazitdt
Sperrschichtkapazitét
Lastkapazitat
Gesaomtkapazitét
KurzschluBausgangskapazitdt
Rauschfaktor
Bandbreite
MeBfrequenz
Resonanzfrequenz
Giitegrenzfrequenz
Ubergangsfrequenz
Leistungsverstérkung

in Basisschaltung

Leistungsverstérkung

in Emitterschaltung
Mischleistungsverstarkung
Gleichstromverstdrkung
KurzschluBverstdrkung

in Emitterschaltung

Strom

Basisgleichstrom
Emittergleichstrom
Kollektorgleichstrom
Kollektorstrom bei stromlosen
EmitteranschluBf

Kollektorstrom in Emitter-
schaltung bei positiver Use

Emitterstrom bei stromlosen
KollektoranschluB
KollektorkurzschluBreststrom
Belastungsstrom
DurchlaBgleichstrom
Dunkelstrom (Fotodiode)
Drainstrom
(MOS-Transistor)

Drainstrom bei miteinander
kurzgeschlossenen Gate-,
Source- und Bulkanschliissen
Gleichstrom

Nennstrom

Nenngleichstrom

Hellstrom

Richtstrom

Sperrgleichstrom

leL
lrn
Ir

End
Irr

Ir
ITe

It
ltRm
ITRMs

-~
les
leT

Ls
No
NoL
Now

thjc

Uen

Uan
Ucs

Dauergrenzstrom
NenndurchlaBstrom
Maximaler Scheitelstrom

Periodischer
SpitzendurchlaBstrom

Mittlerer DurchlaBgleichstrom

Mittlerer DurchlaBstrom
(Dauergrenzstrom)

Periodischer
SpitzenduizhlaBstrom
Periodischer
SpitzendurchlaBstrom
Effektiver DurchlaBstrom
StoBdurchlaBstrom
Ziindstrom

Z-Strom
Gehduseinduktivitdt
Serieninduktivitat
Ausgangslastfaktor
Ausgangslastfaktor(low)
Ausgangslastfaktor(high)
Totale Verlustleistung
Kdlteleistung

Widerstand
Eingangswiderstand
DurchlaBwiderstand
Geratewiderstand
Lastwiderstand
Sperrwiderstand
Gesamtwdrmewiderstand
Aquivalentwiderstand
Serienwiderstand
Z-Widerstand
Empfindlichkeit
Einschaltverzégerungszeit
Ausschaltverzégerungszeit
Speicherzeit

Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Sperrerholungszeit
Sperrerholungszeit
Ausgangsspannung bei L
Ausgangsspannung bei H
Abschniirspannung
NennanschluBspannung
Kollektor-Basis-Spannung

Uce

Ucesar
Ue
Uen
Ure
Ucev

Uess
UCErul
U(er)ceo

Uer
Ups
Uor

Uoprm

Ups
Uow

Ugs

Ust
Urw
Ur

UrmM
Gm
Urn

UrrM

Uss

Une
Ur
U!

Ve
|Y21s]
L

T

0¢

dc

Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorsattigungsspannung
Gleichspannung
Nenngleichspannung
Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Spannung bei
vorgespannter Emitter-Basis-
Diode (in Sperrichtung)
Gate-Source-Sperrspannung
Kollektorrestspannung
Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung
Durchbruchspannung
Drain-Bulk-Spannung
Periodische
Spitzenblockierspannung

Periodische
Spitzenblockierspannung
Drain-Source-Spannung
Scheitelblockierspannung,
Gate-Source-Spannung
DurchlaBgleichspannung
Ziindspannung
Betriebsscheitelspannung
Sperrgleichspannung
Scheitelsperrspannung
Nennsperrspannung
Periodische
Spitzensperrspannung

Periodische
Spitzensperrspannung
Nichtperiodische
Spitzensperrspannung
StoBspannung |
Source-Bulk-Spannung
Betriebsspannung
HF-Spannung
Schwellspannung
Z-Spannung
Ubertragungsgewinn
Steilheit

Effektivitat
Einschaltzeitkonstante
Umgebungstemperatur
Gehdusetemperatur




IIpumeHeHHbIE YCIOBHEIE o0o3HaveHUA

Gepe
Gpe

h21e

h21e

lan

niomans
BHOCHMOE 3aTyXaHHue

BHOCMMaf KOXYXOM
EMKOCTDb

€MKOCTb 3alMpatolero
cnos

o01as eMKOCTh
BBIXOHAS €MKOCTh NpH
KODPOTKOM 3aMBIKaHMK
KoedbuumMeHT wymMa
LIMPUHA MOJNOCH
M3MEDHUTENbHAA YACTOTA
pe30HaHCHAA 4acToTa
nepexojHas 4acTora
YCHICHHME MOIIHOCTH

B CXeMe ¢ obuum
OCHOBaHMEM

YCHIIEHME CMEIIAHHOM
MOIIHOCTH

yCHMIIEHME MOIIHOCTH

B cxeme ¢ o0mmm
SMMTTEPOM

YCHJICHME MOCTOAHHOTO
TOKa

Koed(hHIMEHT YCUNEHNS
TOKa NMOJYNPOBOJAHMKOBOTO
TPHUOJA NPM KOPOTKOM
3aMBIKAaHMM B CXEMe

¢ 06ImMMM IMUTTEPOM

TOK

MOCTOSHHBIA TOK 0a3sl
NOCTOAHHEIN TOK
KOJUIEKTOpA

TOCTOSAHHBI TOK SMUTTEPA
TOK KOJNAEKTOpPa NMpH
NOJIKJIIOYEHNH aMuTTepa Ge3
TOKa

TOK KOJUIEKTODA B CXEME
IMHTTEPA NPH MOJIONKHTEb-
Hom Uge

TOK 3MHMTTEPa NPU MOJA-
KJIIO4YEHUM KoJuiekTopa Be3
TOKa

OCTATOYHBIA TOK KOJUIEK-
TOpPa NPH KOPOTKOM 3aMBI-
KaHuK

MaKCHMMAaJbHBIN aMIUIMTY-
HEI TOK

HArpy304HBIA TOK
MOCTOSHHEINA TOK
NMponycKaHus

TeMHOBOI TOK (oTopuona)
OTTEKAOLIMA TOK

(rparcucrop MOS) (nort-
pebnseMslit TOK)

TOK CTOKa NPH KOPOTKO-
3aMKHYTBIX ADYT C pyroM
COCAMHCHUAX 3aTBODHI-
MCTOK U COEJIMHEHMAX HA
KOopnyc

ITOCTOAHHEIN TOK
HOMMHAJNBHBIN TOK
(hOTO3NEKTPOHHEI TOK
BBIMPAMMUTENBMBIA TOK
00pAaTHEI MOCTOSHHBIN TOK

HOMMHANBHEI ITOCTOAHHEII
TOK

ITaL

Irs
let
IraM

Irrms

lz
Le
Ls
No

Rthja
Fa
s

fz
Sex

toHL

toLH

YCTAHOBMBILMITCA NPENCITL-
HBIM TOK

HOMMHANBHEI NMPAMONH TOK
NEPHOANYECKUI MaKCH-

MaJIBHEI TOK B IIPO-
NYCKHOM HanpaBleHuu

CPEIHMIT TOK B MpO-
MYCKHOM ManpasICHUN
(IPOROIIKUTENLHEL TIPE-
JeNILHBIA TOK)

CpeAHMIT MPONYCKHOM TOK
NepUOMUECKMIT MAKCH-
MAJBHBI MPONYCKHOM TOK
MMIYABCHBIN NMPAMONI TOK
TOK 3aKHMTaHUA

NepHOAMYECKHIA MaKCH-
MaJbHBIA TOK B IIPO-
MYCKHOM HanpaBIeHUK

3 heKTUBHEIN TOK B
MPONYCKHOM HaIpPaBIeHUH

KaKYLMACA TOK
MHAYKTHMBHOCTh KOXKYXa
cepMitHAs MHAYKTUMBHOCTh
BBIXOZHOM Ko3chdbumment
Harpysku

MOJIHAS MOLHOCTh
pacceMBaHuA

MOLI[HOCTb OXJNAXKAEHUA
COIIPOTHBIEHHUE

BXOJHOE CONPOTHUBIICHME
conpotusienue npubopa

CONpOTUBIIEHUE B *»NPO-
NYCKHOM« MM NPAMOM
HanpaBJICHUN
Harpy3o04Hoe COMpo-
THUBJIEHHE

3anupaiollee conpo-
THUBJIIEHME

ofmee TepMOCONPOTHE-
JIeHHUE

9SKBMBAJICHTHOE
CONPOTHUBIIEHUE

MOCHENOBATENIEHOE
CONpPOTHBIICHHUE

NOJIHOE CONPOTHBICHHE
YYBCTBUTEJILHOCTh
BEIIEPYKKA BPEMEHU
BKJIWOUEHHMA

BBIZICPIKKA BPEMEHM
BHIKTIOYCHHA

BPEMA HAKOMJIEHUA

BPEMA BKIKYCHHUA

BPEMA BBIKJIIOUEHMA
BAOKMpYIOLIEE BPEMA A4
BOCCTAHOBJICHHA

BRIXOAHOE HaNpMKeHHe y L
BHIXOZIHOE HanpsxeHue y H
HanpsxeHue oTOMBKHU
IHYPOM

HoMmuHANBHOE HANPMKEHHUE
JAng NPUCOEANHEHU
HaIpPAKEHUEe MEXAY
KOJUIEKTOPOM M
OCHOBaHMEM

HANpPSOKEHUE MEXKAY
KOJUIEKTOPOM M
IMUTTEPOM

Ues
Ucesar

Ucerest

HaOpAXEHNUE MEXOY
SMMUTTEPOM M OCHOBaAHMEM
HaNpsSOKEHME HACBILICHMA
KOJUIEKTOpA

OCTATOYHOC HANPAXKCHHUE
KOJJERTOpa

U(sr) ceo mpoBuBHOE HANPIXKEHHE

Usr
Ups

Upr

-~
Uorm

Ubs

-~
Uow

Us
Usn

Ues

Unr

de

MEXAY KOJAICKTOPOM M
IMUTTCPOM

npoBMBHOE HANPIKCHUE

Hanps>KEHUE MEXIY
CTOKOM M KOPIOyCcOM

MepeouyecKoe NMMKOBOE
OJIOKMPOBOYHOE HANPKEHME

NeEPUOIUYECKOE MAKCH-
MajpHOE GIOKMPOBOYHOE
Hanps>KCcHHUE

HANPKEHME MEXAY
OTBOJIOM M MCTOYHMKOM
ITukoBoe GIOKMPOBOUYHOE
HanpsxeHue
TToCTOAHHOE HANDMKCHHE

HomuHaIbHOE TOCTOAHHOE
HAMpKEHUE

HaNpPAYKCHUE MEXKAY
cTpofoM M MCTOUHMKOM

NMOCTOAHHOE HANPMKEHME
nponycKaHus

3anMpaiolice MOCTOAHHOE
HaNpsoKeHue
Baoxkupylolllee HanpMKEeHUe
HanpssKeHue 3a)Kuranus
pafouece NUKOBOE
HAMPSYKEHNE

AMIUIMTYHOE 3amupatoliee
HanpsaKeHUE
HOMMHAJIBHOE 3amupaioliee
HANPSKEHUE

nepuoandeckoe GIOKUPY-
j01lee MMKOBOE HANPIKEHUE

NepUogMYECKOe IIMKOBOE
3amupatolilee HampKEeHUe

nepuoAHYEcKOe MaKCH-
MaJbHOE 3anMpalolice
'HANPSDKEHUE

MMIYJICHOE HAMPDKEHNE
Henepuopnyeckoe GI0KK-
pyloliee MMKOBOE HaNps-
JKEHUE

HanpaKeHue MEXy
MCTOKOM M KOpIycom

paGouee HANPAKEHHE

HANpPMKEHUE BEICOKON
YaCTOThI

MOpPOTOBOE HANMPAKEHHE
KaKyIleecad HANMPAKEHHE

yCcuneHue nepenayn
B CXeMe ¢ ofmum
OCHOBaHMEM

KpYTHM3HA
3chhbeKTHBHOCTD

NOCTOAHHAA BPEMCHM
EKJIIOYECHHA

TeMIepaTypa OKpysKatolulei
CpefEl

TeMmeparypa Kopmyca




Symbols used

ba
Ce
G
CtDl
Caz

hz21e

h21e

leso

lces

surface

insertion loss

casing capacity

barrier layer capacity

total capacitance

short circuit output
capacitance

noise factor

band width

test frequency

resonance frequency
transition frequency

power amplification in
grounded-base circuit
power amplification in
grounded-emitter circuit
conversion power amplification
d. c. amplification

short circuit current amplification
in grounded-emitter circuit
current

base direct current

emitter direct current
collector direct current
collector current with
currentless emitter

collector current in grounded-
emitter circuit with positive Uge

emitter current with
currentless collector

collector residual short-circuit
current

transmission direct current
load current

maximum peak current

dark current (photo diode)
drain current (MOS transistor)
drain current with short-circuited
gate, source and bulk terminals
direct current

rated current

lo
Ir
Irn
IrL
Y]
-~
Irr

In

-~
It
M
ITRMS
-
Ies

leT

Le
Ls
No
Py

o

Rs
Re
R
Rn
Rihja
Ma

rs

SeH
toHL

toLH

light current

rectified current

reverse direct current

rated direct current
continuous limiting current
nominal forward current
periodic peak forward current

mean forward current
(continuous limit current)

periodic peak forward current
periodic peak forward current
effective forward current
impulse forward current
ignition current

Z current

casing inductance

series inductance

output load factor

total power dissipation
refrigerating capacity
resistance

input resistance
resistance of instrument
forward resistance

load resistance

back resistance

total heat resistance
equivalent resistance
series resistance

Z resistance

sensitivity

switching-on delay period
switching-off delay period
hold time

on time

off time )

reverse recovery time
rated connecting voltage
output voltage at L
output voltage at H
voltage

Uce
Uce
Ues
Ucesae

Uckrest

collector-to-base voltage
collector-to-emitter voltage
emitter-to-base voltage
collector saturation voltage

residual collector voltage

U(er) ceo collector-to-emitter

Usr
Upe
Uor
UbrmM
Ubs

-~
Uow

Us
Ucs
Ue
Ur

breakdown voltage

breakdown voltage
drain-bulk voltage

Repetitive peak of state voltage
periodic peak blocking voltage
drain-to-source voltage

Crest peak working

of state voltage

d. c. voltage

gate-to-source voltage
forward d. c. voltage

reverse d. c. voltage

inverse voltage

ignition voltage

rated d. c. voltage

operation peak voltage

peak reverse voltage

nominal reverse voltage
periodic peak reverse voltage
periodic peak inverse voltage
impulse voltage

aperiodic peak inverse voltage
source-bulk voltage
operating voltage

HF voltage

threshold voltage

Z voltage

transmission gain in
grounded-base circuit

mutual conductance
efficiency

make time constant

ambient temperature

casing temperature




Monolithische Schaltkreise

MOHOJIMTHBIE CXEMBI IePEKI0IeHII

TTL integrated circuits

Typ | Art Logische toHL/ns | toLk/ns Nou |NoL [No Bau-
l Funktion ‘ form
Normalreihe in TTL : | ;
D100C |4 NAND-Gatter Y=AB 4---15%) | 6-.-229 10 1
| mit je 2 Eingéngen =
D103C 4 NAND-Gatter Y=AB 10 1
mit je 2 Einf?ﬁngen -
Kollektor offen
D110C 3 NAND-Gatter Y = ABC 4.---15%) 6. 22%- 10 1
mit je 3 Bingdngen
D120C |2 NAND.EGuuer Y =ABCD 4---15%)  |6---229 10 1
| mit je 4 Eingdngen
D130C |1 NAI‘éD-Gatter Y = ABCDEFGH 4---159) | 6---229) 10 1
mit 8 Eingéngen
D140C 2 NAND-Gatter Y = ABCD 4.--15%) 6 .- 228) 30 1
D150C |2 AND/NOR Gone v 4...15%)  |6...229 10 1
-Gatter - _— -
mié}e 2x2 Eingg{}n«gen (AB) v (VD) v (X von D 160 C)1?)
1 Gatter erweiterbar -
D151C 2 AND/NOREGot:er Y = (AB) v (CD) 4...159) 6---22%) 10 1
mit je 2 X'2 Eingdngen
D153C 1 AND/NOR-Gatter Y =ABvCDvEFvGH') 4---159) 6---22%) 10 1
git 4x2 Eing?gx;_;en
| Gatter erweiterbar
D154C 1 AND/NCE)R-Gaotter Y=ABvCDvEFvGHY) 4---159) 6---229) 10 1
mit 4 X 2 Eingéingen
D160C 2 Expander X = ABCD11) <209 =30%)
mit je 4 Eingéingen
D172C | J-K-Master-Slave Flip-Flop | 19) = 40:):)’) = 25:;‘)') 10
D181C | Aktiver 16-Bit-Speicher RAM é gg ; é; 2 §§1a§ )
D191C 8-Bit-Schieberegister = 40%) = 40%) =20 | =10 1
D195C | 4-Bit-Rechts-Links- <359 < 359) =20 (<10 1
| Schieberegister
Schnelle Reihe in TTL
D200C |4 NAND-Gatter Y =AB 3..4101)  |3---10%) 10 i
mit je 2 Eingdngen -
D210C 3 NAND-Gatter 1Y=ABC 3-.-10Y 3---101) 10 1
mit je 3 Eingéngen |
D220C 2 NANDEGaﬂer 'Y = ABCD 3---10% 3---101) 10 1
mit je 4 Eingdingen | e
D230C |1 NAbéD-Gctter | Y = ABCDEFGH 3---121) 3107 10 1
mit 8 Eing&ingen |
D240 CH |2 NAND-Gatter Y =ABCD <122) <122) 30 1
mit je 4 Eingéngen | :
D251 CH |2 AND/NOR-Gatter | Y= (AB) v (CD) =11?) =11?) 10 1
mit je 2 X 2 Eingéingen
D274CH |2 D-Flip-Flop i ) = 301%;)1}7} = 2011);)1)0’ 10 1

B Befinden sich 1973 noch in Entwicklung 1) CL= 25 pF, RuL =280 2
?) C, = 25 pF, RL=193 2
3) CL=15pF, RL = 400 2
) CL=15pF, RL=133 2
5) Von Setz- oder Riicksetzeingang auf log. 0 am Ausgang
%) Von Setz- oder Riicksetzeingang auf log. 1 am Ausgang
7) Von Takteingang auf log. 0 am Ausgang
8) Von Takteingang auf log. 1 am Ausgang
9) Zahlfrequenz = 35 MHz
10) Taktfrequenz = 15 MHz (typ. Wert 30 MHz)
11) Bei Verbindung mit AnschluB 11 und 12 von D 150 C
12) X von D 160 C = ABCD
13) X, Xvon D160 C
14) Bei D 154 C diirfen die Anschliisse X, X nicht belegt werden
15) CL = 15 pF, X1=Y1 adressiert
16) CL = 200 pF, X1=Y1 adressiert
17) Die Berechnung der Lastwiderstinde und des Ausgangslastfak-
tors No erfolgt analog D 103 C

Die dynamischen Kennwerte gelten fiir #a = 25°C
und Us =5V

Betriebsspannung: 475V --- 525V
Betriebstemperatur: 0 --- 470°C




Integrierte MOS-Schaltkreise

Viarerpupyiomue CXeMsl IePeKII0deHUs
Integrated MOS circuits

Verzbgerungszeit bei #a=25°C| Ausgangsspannung
. ' . Bau-
Typ Funktion —UaJV | —Um/V
ton g5 b form
fne f/1S | e Ri=100k2 | bei R, — 100k
U101 D Volladdierer (2fach) 260 200 2
U102D 3-Eingangs-NOR-Gatter (2fach) 400 150 >10 <1 3
U103D RST-Flip-Flop 400 350 3
U104 D Aquivalenz-Antivalenzgatter (2fach) 400 300 3
u105D 6fach MOS-Feldeffekt-Transistor - - - - 2
U106 D 2-Eingangs-NOR-Gatter (4fach) 320 120 4
u107D 2-Eingangs-AND-Gatter (3fach) und >10 <1 4
2-Eingangs-AND/NAND-Gatter 300 200
Betriebsspannungen: U1 = 27i; Volt Betriebsumgebungstemperaturbereich 0 --- 4+70°C
—Uz = 135 volt
Si-npn-NF-Transistoren
K[JCMEIIEBHC HM3K0YaCTOTHBEIE TPAaH3MCTOPH THOHA O-p-I
n-p-n a. f. Si-transistors
Typ bei bei bei bei Bau-
Iceo/nA UcefV | Uericeo/V  lcfeA | hae  Uce/V lc/mA flkHz | F[dB Uce/V Ic/uA Ry/Q AffHz ff/kHz |form
SC 206 =100 20 =15 100 =28 6 2 1 - 8
SC 207 =100 20 =15 =28 =8 6 200 500 850 1 8

Si-npn-HF-Transistoren
KpemaneBne BHICOKOYACTOTHRE TPAH3MCTOPH THIA N-p-I

n-p-n h. f. Si-transistors

bei bei bei bei bei
Typ | lceo/ Uce/ | Ucesw/ lc/ I8/ frl  Ucel Ic] fl Cozv/ Uce/ le/ f/ Gpo/ Uce/ Ic] 1] fa”'
nA V v mA mA |Mhz V mA MHz [pF V mA MHz [de V mA MHz |O™m

SF 121 =1000 20 | <1 = 60
SF 122 =1000 33 | =1 57 5 =60 1 10 15 5
SF123 <1000 66 | =1 = 60
ggm < 100 33 20'5 = 60 éza

127 < 100 66 | =05 = 60 =20
SF 128 = 100100 | =05 190 15 S 10 10 15 25510 0 2 5
SF 129 = 25 80 | =05 = 60 =20
SF 131 = 100 20 | =05 =200 =5
SF132 | < 100 40 | =05 10 1 So0 10 10 100 | Z 510 0 2 6
SF 136 = 100 20 | =03 | =300 =5
SF 137 100 40 =03 0 1 S3 10 10 100 [ S 510 0 2 6
SF150 | < 100160 | <5 30 6 =80 10 10 5 |= 510 10 50 5
SF215 | < 100 5, |
SF 216 = 100 I =100 10 5 100 =4 8 1 100 8
SF 225 = 500 40 8
SF 235 < 500 40 8
SF 240 < 500 40 =440 10 4 100 =24 10 4 36 8
SF 245 < 500 40 =780 10 7 100 =28 10 7 36 8




Si'npn'SPQZialtranSistoren zur Ansteuerung von Ziffernanzeigeréhren

KpemuMeBble cneqMaNsHbE TPAH3MCTOPH THNA I-P-I

Special n-p-n Si-transistors

Typ bei bei bei bei Bau-
leev/uA  Ucev/V leso/nA  Ues/V Ucesat/V le/mA ls/mA hate Uce/V  lc/mA form
S5 200 =1 70 =100 =3 10 0,31 =32 8
=06 1 0,031
ss201 | <1 100 <100 5 =3 10 0,31 =>32 3 10 8
: =06 1 0,031
SS 202 =1 120 =100 =3 10 0,31 =32 8
=06 1 0,031
Si-npn-Schalttransistoren
KpemHMeBHEe KOMMYTAIMOHHBIE TPHMOALI-TPAH3MCTO DBl THIIA I-P-I
n-p-n Si switching transistors
bei bei bei bei
Typ Iceo/ Ucs/ Ucesat/ Ic/ I8/ ton/ns tou/ns lc/  lay/ -le2/ RL/Q | fr/MHz Uce/V Ic/ f/MHz Bau-
nA v |V mA mA mA mA mA mA form
S$106 | = 50 15 <05 10 <0< 75 = 200
S5 108 = 50 22 =05 10 1 =40 =75 10 3 15 270 =300 10 10 100 5
S5109 =5 15 =05 100 10 =40 =75 = 200
ggvzo =200 50 21 500 50 =50 =100 500 50 25 80
216 | =300 <045 =35 = 60
55218 =300 20 =045 30 3 =3 = 30 10 3 1,5 270 8
ss219 | <300 <045 <35 < 30
Si-n-Kanal-MOS-Transistoren
KpemHMeBble KaHANBHBIE TPAH3MCTOPR!
n-channel MOS Si-transistors
Typ . bei bei bei bei Bau-
[ye1s//mS UosfV  Ues/V  f[kHz | Re/Q Ugss/V | loss/mA Ups/V  Uss/V “Ur/V  IofuA  Ues/V |form
SM103 | =13 =102 10 <12 12 10 8
sM104 | =10 8 0 0,100 | S 4012 19 < 55 ° 0 8 10 8 8




Si-p-Kanal-MOS-Transistoren

KpemBueBsie P-KAHANBHEIE TPAH3MCTOPHI

a-channel MOS Si-transistors

Typ bei bei Bau-
-lo/mA -Ups/V -Ues/V -Us:/V -loss/uA  -Ups/V -Ugs/V -Uss/V form
SMY 50 ooy 2 10 0 <10 31 0 0 9
SMY 51 =3 2 10 0 =10 31 0 0 10
SMY 52 =20 2 10 0 <10 31 0 0 9
Typ bei bei Bau-
-less/nA  -Ups/V -Ues/V -Uss/V =Ur/V  Uops = Uss Uss/V los/pA form
SMY 50 <100 0 20 0 3 0 10 9
SMY 51 =100 0 20 0 3 0 10 10
SMY 52 <100 0 20 0 3 0 10 9
Ge-pnp-NF-Transistoren
TepmanueBsie HU3KOMACTOTHRIE TPAR3UCTOPH THIA N-p-I
p-n-p a. f. Ge-transistors
bei bei bei ; bei bei 5
Typ | -leso/ -Ucs/ | -leso/ -Uesf | hae  -Uce/ -lc/ | fr/MHz -Uce/ -lc/ | F/dB -Uce/V -lef Ry/Q f[kHz fau-
AV AV v mA li (fs) Vv mA mA okl
GC100 |< 15 6 | =500 15 1 6 1 |<251 02 50 1 1
GC101 |= 15 6 =500 15 <10 1
GC112 |= 18 15 = 50 10 =10 6 2 | =03 1
GC116 |= 18 15 < 50 10 =075 6 2 <20 03 500 1 11
GC117 |= 18 15 =12 =10 6 11
GC118 |< 18 15 =12 =5 11
GC121 |= 18 15 < 50 (28) (0,012) 1
GC122 |= 18 15 < 50 10 (18) 05 100 | (0,012) 10 1
GC123 |= 18 15 = 50 (18) (0,012) 1"
GC301 |= 20 6 = 50 10 (=281 35 | (0,015) 10 1
=250 32
Ge-pnp--HF-Transistoren
T'epmanneBsie BHICOKOYACTOTHRIE TPAH3IUCTOPH THNA N-pP-II
p-n-p h. f. Ge-transistors
bei bei bei bei B
Typ | -leso/  -Ucs/ Va/dB  -Ucs/ -lc/] fIMHz| Goc/dB -Ucs/ -Ic/ f/MHz | fr/MHz -Uce/ -lc/ #/MHz {a“'
uA v (Gw/dB) V  mA (F/[dB) V mA (Veo/dB) V. mA arm
GF100 | =10 6 (<15 6 05 05 1
GF105 | =10 ' =20 6 05 2 1
GF145 | = 8 20 (=9 12 15 80 [(=9 12 15 800 =600 12 1,5 100 13
GF147 | =8 20 (=11,5) 10 2 800 |(S6 10 2 800 =650 10 2 100 13
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Ge-pnp-Schalttransistoren

T'epmanuesbie KOMMYTaIMOHHELIE TPAH3MCTOPH THHA M-pP-I

p-n-p Ge switching transistors

bei 'UCEsalfV bei bei bei bei Biii
Typ -Uca/ | (-Ucest/ -le/ -lo/ | ufps -Uce/ tofus =le/ lef F/de -Ucs/ -lc/ flkHz f A
v V) mA mA v mA mA mA V  mA arm
GS 109 (=05 50 é 1,505 50 o =251 1 1 H
GS111 | =< 15 <03 1,2 =15
GS112 | =15 =03 00 94 | = 5505 <15 %0 9 11
GS121 =15 15 (= 0,5) 100 =10 05 1C0 =25 1 1 1 11
GS 122 =15 (=05) =25 1
Ge-pnp-Leistungstransistoren
I'epmaHueBsie MOIIHBIE TPAH3UCTOPH THHOA I-P-I
p-n-p Ge power transistors
bei bei bei bei bei B
Typ -leso/ ~Uce/ |leces/ -Uce/ |leev/ -Uce =Ucesnt/ -lcf -lgf frf_ kHz  -Ucg/ -lef p au-
wA v mA v mA V v A A v A o
GD 160 . < 50 =15 20 2 <06 =250 17
GD 170 =5 6 =1 33 1 20 =06 3 0,5 =25 6 0,3 17
GD 175 < 50 =1 50 1 =06 = 250 17
GD 180 = 50 =1 66 1 =06 = 250 17
GD 240 =100 =25 30 2 =06 = 350 19
GD 241 <100 =25 40 1 30 <06 = 350 19
GD 242 =100 6 =25 50 1 =06 3 05 =350 6 0,1 19
GD 243 <100 =25 65 1 <06 = 300 19
GD 244 =100 =25 75 1 =06 = 300 19
Si-Kapazitdtsdioden
KpemHMEBble €eMKOCTHEIE JHOABI
Si capacitance diodes
Typ bei bei | Bau-
lafuA Ur/V C/pF Ur/V re/Q2 C./pF L./nH fo/GHz |form
SAZ 12 =10 18 R 6 05 0.4 3.5 o= |14
SAZ 13 =10 18 1:--5 6 0,4 35 l = | 14

1"



Si-Varaktordioden

KpemuueBsie AHOAB ¢ IePEMEHHOM eMKOCThIO

Si varactor diodes

Typ bei bei Bau-
Usr/V Ir/uA C)/pF Ug/V r/Q fo/GHz C./pF Ls/nH form
SAZ 54 =90 100 4.8 6 =2 = 20 0,8 1 18
SAZ 61 = 60 100 05---1 6 =100 0,5 1.5 15
SAZ 71 =30 100 02---05 6 = 150 0,45 1.5 15
Si-Schaltdioden
KpemuneBhle IePeRA0OMalOMMe AHOAB
Si switching diodes
Typ To/mA bei bei beim Schalten von Bau-
(le/A) IrfuA Un/V Cit/pF  Ur/V Ung/mV f/MHz | tu/ns le=10mA auf Ug=6V form
SAY 12 200 =100 50 =4 = 4 25
SAY 16 200 =100 30 =4 = 4 16
SAY 17 115 = 50 50 =3 0 50 1 = 2 16
SAY 18 75 = 70 25 =4 = 2 16
SAY 19 75 = 70 25 =4 =4 19
SAY 20 50 = 50 15 =14 = 4 16
SAY 30 (30) = 40 25 =8 0 0,5 =65 20
SAY 32 (50) = 40 25 =8 0 0,5 =65 20
SAY 40 (20) = 60 15 =8 0 0,5 =10 20
SAY 42 (30) = 60 15 =8 0 05 =10 20
Si-Mehrfachdioden
KpemMHMEBbI{ MHOTOKDPATHBIA AMOX
Si multiple diodes
bei bei Bau-
Piot/mW
Typ tr/mA lx/nA  Un/V tofns  le=10mA auf Ug=6V o m form
SAL M 150 27
SAL 43 20 60 15 =10 200 28
SAL 45 300 28
L m Bau-
Typ le/mA | Ig/nA Chot t«/nS e 5 Piot/mW form
SAM 42 --. 45 2 - - - Diodenfunktionen 29
SAY 40 mit gemeinsamer
Katode
SAM 62 --- 65 gAY Diodenfunktionen 30
SAY 40 mit gemeinsamer
Aniids 20 = 60 =8 =10
SAM 42/62 9 0,3 150
SAM 43/63 11,5 0.4 200
SAM 44/64 14 0,4 250
SAM 45/65 16,5 0,5 300
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Si-Schalterdioden

KpemaneBble MepeKI0IaI0NMe AHOARI

Si switching diodes

bei bei Bau-
v I/mA
Typ Un/ L n/Q  le=10mA f=30MHz | C/pf  Ux=10V  {=05MHz |form
|
SA 301 20 100 <1 | <25 20
|
Si-Leistungsgleichrichterdioden
KpeMHNueBsie MOIIHBIE BHIPAMMTENBHBIE JANOJIBI
Si power diode detectors
Typ Tan/V l‘ Ur/V Ure/V Ors/V T/A Ten/A Tr/mA ?;ﬁ,
SY 250/0,5 50 50 | o0 90
SY 250/1 100 100 180 180
SY 250/2 200 200 360 360 )
SY 250/3 300 300 540 540 250 2000 =7 21
SY 250/4 400 400 720 720
SY 250/5 500 500 900 900
SY 250/6 600 600 1100 1100
SY 250/8 800 800 1400 1400
SY 250/10 1000 1000 1700 1700
Si-Gleichrichterdioden
KpeMHWeBse BRNPAMMTE/IbHBIE JUOIBI
Si diode detectors
fiir Strome bis zu 1 A
i T T Bau-
Typ Ur/V Ora/V Ors/V Ien/A Tr/A InfmA | 220
SY 200 SY 400/0,75 75 100 100
SY 201 SY 400/1 100 130 150
SY 202 SY 400/2 200 260 300
gx 203 g 400;3 300 390 450
204 400/4 400 520 600 .
SY 205 SY 400/5 500 650 750 0.7%) 2 0.15 22
SY 206 SY 400/6 600 780 900
SY 207 SY 400/7 700 910 1050
SY 208 SY 400/8 800 1040 1200
SY 210 SY 400/10 1000 1300 1500
*) bei R-Last
fiir Strome bis zu 10 A
Typ UnfV OenlV Ons IV Ie/A TeIA InfmA | o
g 2 | 2| &
200 220 300
SY 164 400 440 600 ) 30 =3 23
SY 166 600 ‘ 660 90

13



' ~ — vy | -
EinpreBdiode Un/V 7 g Ir/A /A ‘ Ir/mA f:r‘:
g 17051 100 \ =8
1711 ) 100 =8
SY 170/2 200 | 1® N0 - 30 L =6 24
SY171/2 200 | =6
1) Anode am Gehéduse
2) Kathode am Gehd&use
1) AHoj Ha xopnyce
3 Karox na Kopmyce
1) Anode on housing
2) Cathode on housing
Si-Thyristoren
KpeMENEBHE THDHCTOPH
Si thyristors
Typ Uoru/V Uram/V lirms/A lrrm/A l Uer/V ler/mA ?:r:;
ST 103/1 100 100
g; 10352 200 200
103/3 300 300 ,
ST 103/4 200 200 4,5 15 | =3 =20 31
ST103/5 500 500 !
ST103/6 600 t 600 -
Typ Oow/V Oor/V /A Te/A Uer/V ler/mA ?;:;
ST111/1 70 100
ST111/2 140 200
ST111/4 280 400 23 145 =3 =100 32
ST111/6 420 600 '
ST111/8 560 800 bei 25°C und 12 V Blockier-
ST111/12 840 1200
ST 121/1 70 100
ST121/2 140 200
ST121/4 280 400 .
ST121/6 420 600 13 235 =3 =100 32
ST121/8 560 800
sT121/10 700 1000
ST121/12 840 1200

1) max, Dauer der periodischen Spitzenspannung 1 ms
max. Dauer der nichtperiodischen Spitzenspannung 5 ms

1) mauGonsmee BpeMa MEPHOANIECKOr0 MAKCHMAILHOr0 HANPIREHHS 1 M CEK
HauGoibee BpeMs HemePeOAMIECKOr0 MAKCHMAIBHOrQ HANPMNEHAHK 5 M CEK

1) maximum duration of periodical peak voltage 1 ms
max. duration of non-periodical peak voltage 5 ms
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Si-Leistungs-Z-Dioden

Kpemauessie momusle auoasl Ienepa

Si power Zener diodes

Typ Uz/V rz/Q Iz/mA lzy/mA lzs/mA Bau-
form
SZ 600/0,75 1000 3000
SZ 600/5,1 48--- 54 2 180 1450
SZ 600/5,6 52+ 6,0 1 165 1330
SZ 600/6,2 58+ 6,6 1 100 150 1210
SZ 600/6,8 64 -+ 72 1 135 1100
SZ 600/7,5 70 79 1 125 1010
SZ 600/8,2 77+ 87 1 115 5§ 910
SZ 600/9,1 85 9,6 2 P 105 © 830 '§
SZ 600/10 9.4 ---10,6 2 5 95 =2 750 £ 33
SZ 600/11 10,4 --+ 11,6 4 50 = 85 5 690 =
SZ 600/12 1,42 12,7 4 T 8o 630 2
SZ 600/13 12,4 --+ 141 5 2 70 ¢ 570 o
SZ 600/15 138 :++ 15,6 5 i 65 6 500 E
SZ 600/16 153 -+ 17,1 6 60 470
SZ 600/18 16,8 --+ 19,1 6 25 55 420
SZ 600/20 18,8 -+ 21,2 6 50 380
SZ 600/22 | 208---233 6 45 350
Si-Z-Dioden
Kpemuneenie guoan 1lenepa
Si Zener diodes
Typ Uz/V beilz=5mA rz/Q beilz =5mA | Up/Vbeilg=1pA | Ug/Vbeile=5mA | Pi/mW Eaarlr:
Reihe E 12 (10 %,)
SZX18/1 D 0,65< 075< 0,85 =38 -
SZX 18/5,6 D 50 < 56 < 63 =65 =1
SZX 18/6,8 D 60 < 68 < 75 =10 = 2
SZX 18/8,2D 73 < 82 < 9.2 =8 = 35
SZX 18/10 D 88 <100 <110 =17 =5 =085 250 36
SZX18/12 D 10,7 <120 <134 =30 =g
SZX 18/15 D 13,0 <150 <165 =100 =10
SZX18/18 D 16,0 <180 <200 =55 =10
SZX18/22 D 19,6 <220 <244 =90 =12
Reihe E 24 (5 %,)
SZX19/5,1D 48 < 51 < 54 =75 =1
SZX 19/5,6 D 52 < 56 < 6,0 =60 =1
SZX 19/6,2D 58 < 62 < 66 =35 =1
SZX 19/6,8D 64 < 68 < 7.2 =8 - = 2
SZX 19/7,5D 70 < 715 < 719 =7 =2
$ZX 19/8,2D 77 < 82 < 87 =7 = 35
SZX 19/9,1 D 85 < 91 < 96 =10 = 35
SZX19/10 D 9.4 <100 <106 =15 =5
SZX19/11 D 104 <110 <116 =20 =5 =0,85 250 38
SZX19/12 D 114 <120 <128 =20 =7
SZX19/13 D 125 <130 <140 <30 =7
SZX19/15 D 138 <150 <155 =35 =10
SZX 19/16 D 153 <160 <170 =40 =10
SZX19/18 D 16,8 < 18,0 < 19,0 =50 =10
SZX 19/20 D 188 <200 <21,0 =80 =10
SZX 19/22 D 208 <220 <230 =80 =12
SZX 19/24 D 22,8 <240 <256 =80 =12
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Typ Uz/V beilz=5 mA rzfV beilz=5mA | Ug/V bei lg=1pA | Us/V beilg=5mA | Px/mW ::arlr:
Reihe E 12 (10 %))
$ZX 20/1 0,65< 0,75< 0,85 =8 -
SZX 20/5,6 50 < 56 < 63 =60 =1
SZX 20/6,8 61 < 68 < 75 =15 =2
SZX 20/8,2 73 < 82 < 92 =10 = 35
SZX 20/10 88 <100 <110 =20 =5 =1 400 25
SZX 20/12 10,7 <120 <134 =30 =7
SZX 20/15 130 <150 <16,5 =55 =10
SZX 20/18 16,0 <180 <200 =55 =10
SZX 20/22 19,6 <22,0 <244 =80 =12
Reihe E 24 (59%,)
SZX21/1 0,73 < 0,78 < 0,83 =8 -
SZX 21/5,1 48 < 51 < 54 =60 =
SZX21/5,6 52 < 56 < 6,0 =40 =1
SZX21/6,2 58 < 62 < 66 =10 =1
SZX21/6,8 64 < 68 < 7,2 =8 =2
SZX 21/7,5 70 < 75 < 719 =7 = 2
SZX 21/8,2 77 < 82 < 87 = 7 = 35
SZX 21/9,2 85 < 91 < 96 =10 = 35 j
SZX 21/10 9.4 <100 <106 =15 = 5 <1 400 | 16
SZX21/11 104 <11,0 <116 =20 =5 =
SZX21/12 114 <120 <128 =20 =7
SZX21/13 126 <130 <140 =25 =7
SZX 21/15 138 <150 <155 =30 - =10
SZX 21/16 153 < 16,0 < 17,0 =40 [ =10
SZX21/18 16,8 < 18,0 < 19,0 =55 =10
SZX 21/20 188 <200 <21,0 =55 =10 ,
SZX 21/22 208 <22,0 <230 <55 =12 ;
SZX 21/24 22,8 <240 <256 =80 =12 1
Referenzelemente
OnopHsie 31€MeHTH
Reference elements
T Uz/V Q Q AUz/mV Puc/mW Bau-
yp z/ rz/ Tzmax/ z/m tot/M form
SZY 20 84+ 04 15 25 =66
SZY 21 84+ 04 15 25 =33 100 25
SZY 22 84+ 04 15 25 =132 &
SZY 23 8.4+ 04 15 25 = 66
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Ge-Universaldioden

T'epmaHMeBble YHMBEPCAJbHEIE JHOABI

Ge general purpose diodes

' bei bei bei o ~ Bau-
Vv IrfuA Vv les/mA
Typ Ue/ LimA Ir[uA Un/V R).'p. UV Urs/ rsf form
GA 100 =1 5 =100 10 = 500 20 30 | 100 34
GA 101 =1 3 = 40 10 =400 40 55 100 34
GA 102 <1 3 < 40 10 =< 350 60 80 100 34
GA 103 =1 3 =15 10 =250 80 100 100 24
GA 104 =1 3 = 15 10 = 200 110 120 100 34
GA 105 =1 3 =100 10 = 500 20 30 100 34
GA 108 =1 5 = 6 10 =100 80 100 100 34
GAZ 17 =1 5 = 30 10 - — - - 34
Diodenpaare u. -quartette
JuomHbIle NAphl M KBAPTETHI
Diode pairs and quartets
bei " bei bei o o |Bau-
T leg/mA InfuA InftA v I A |
yp fl Us/V rfi: UslV Rl Un/V Uss/ rs/m {form
2GA 109 =5 1 <40 10 <300 40 55 100 34
2GA 113 =6 1 =40 10 50 34
4GA 114 6 - 1 =40 10 =150 20 50 34
Ge-Schaltdioden
T'epmaHNeBsie NEPEKIIOUATEILHEIE JUOBI
Ge switching diodes
bei bei bei . Bau-
T Ug/V A F f/MH lo/mA bei Ur=0
i NV mA Weh v Cualp ugv  TMH: / VR form
GA 106 =1 6 < 40 10 34
GA 107 =1 5 = 8 10 34
GAY 60 =1 5 =1000 20 =15 1 1 75 34
GAY 61 =07 15 =1000 20 <15 1 1 100 34
GAY 62 =05 10 = 5 10 =15 1 1 100 34
GAY 63 =08 75 = 5 10 =15 1 1 100 34
GAY 64 =1 75 = 250 80 =15 1 1 75 34
GAZ 16 =1 5 = 30 10
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Ge-Photodioden

Tepmanuessie OTOAMOABI

Ge photodiodes
Typ p p bei Tomin/ A lomed/itA Afmm: | Bau-
SeH minfu A SFHmmalh&A Usfv Dminf |+ Doecf i form
GP 119 30 70 20 7 15 1 37
GP120 100 125 20 7 15 1 37
GP121 30 70 50 7 15 1 37
GP 122 100 125 50 s 7 15 1 37
|
*) bei 1000 Lx und einer Farbtemperatur der Strahlungsquelle von 2850 °K
*) mpu 1000 LX M HBETOBO/ TEMIEPAType MCTOYHMEKA M3NydeHMs 2850 °K
*) at 1000 Lx and a colour temperature from the radiation source of 2850 °K
Ge-Gleichrichterdioden
l"epmannenne BHIIPAMMTEIBHBIE THOAbI
Ge diode detectors
~ T ~ | Bau-
Typ Unn/V U/V Ura/V In/A Ien/ A In/uA | form
A GY 099 12 12 12 =100 38
A GY 100 24 24 24 =100 38
AGY 101 40 40 40 =100 38
A GY 102 75 75 75 0,1 0,35 =100 38
A GY 103 100 100 100 =100 38
A GY 104 150 150 150 = 50 38
A GY 105 200 200 200 = 50 gg
A GY 109 12 12 12 39
A GY 110 24 24 24 39
AGY 1IN 40 40 40 39
AGYM12 75 75 75 1 3 =200 39
AGY 113 110 100 100 39
AGY114 150 150 150 89
A GY 115 200 200 200

A Nicht fiir Neuentwicklungen

A He npeAnasna4eHo Ans paspaGoTox

A Not for new developments
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Freifléchengleichrichter

CeleHOBbBIE ILIOCKOCTHBIE ODOAYNpPOBOAHHKOBBEIE BBIIPDAMHTEIH

Open selenium rectifier

Bolzen- | Bolzen- maximale Bau-
PlsEalps l/mA durchmesser ! anzahl Plattenzahl form
mm mm Stiick Stiick
16,6 % 16,6 0,13 4 1 32
20 X 25 0,30 4 1 28
25 X 33 0,50 5 1 | 28
33 x 50 1,0 5 1 24
50 X 50 [ 1.6 8 1 40 _
50 x 83 3,0 8 1 36
71 % 100 5,0 8 1 30
100 X 200 10,0 8 2 24
100 > 300 15,0 8 3 24
200 x 300 30,0 8 6 - 24

Selenblockgleichrichter
im Metallgehduse

CeJieHOBHI 0JIOKMPOBOYHBIH BHIIPIMMTE/h B METal-

AMYECKOM KOpIyce

Selenium rectifier blocks in metal casing

Selenblockgleichrichter
im Plastgehduse

CeneHoBblli G0JIOKMPOBOYHEN BHIIPAMMTENs B IJIACT-
MaccoBOM Kopmyce

Selenium rectifier blocks in plastics casing

- Bau- Bau-
Typ Uan/V lrn/mA form Typ Uan/V lrn/mA form
B 250 C 90 250 90 40 E500C 15 500 15
B 250 C 135 250 135 40 E625C 15 625 15
M 500 C 30 500 30
M 625 C 30 ' 625 30 i1
V250 C 15 250 15
V300C15 300 15
B 250 C 30 250 30
B 300 C 30 300 - 30 |
Selenklammergleichrichter
CeneHoBEIH CKOOKOBBIH BHIIPAMMTEND
Bracket-shaped selenium rectifier
Typ Uan/V In/mA spiza
form
B 20 C 500/300 20 500%) |  300*") 42
B 25 C 500/300 25 500%) 300**) 42
B 30 C 500/300 30 500%) 300**) 42
B 20 C 750/500 20 750%) 500**) 43
B 25 C 750/500 25 750%) | 500*%) 43
B 30 C 750/500 30 750%) | 500*%) 43
B 20 C 1000/650 20 1000*) 650**) 44
B 25 C 1000/650 25 1000%) | 650*%) 44
B 30 C 1000/650 30 1000*) 650°%) 44

*) bei Chassismontage

**) bei freitragender Montage
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Selenkleinstgleichrichter

CeneHOBBIN MHHMMAJbHbINA BHIIPAMMTED

Selenium subminiature rectifier

Selenstabgleichrichter im HP-Rohr

CeneHOBEIA cTepicHEBOi BompamuTens B HP — TpyOke

Rod-type selenium rectifier in HP tube

Bau- Bau-
T v I T Vv I
yp UAN} 1' RN,\“ITIA form Yp U.\N)“ nufmA form
E125C3 12,5 3
E20C 60 20 60 45 E25C3 o5 3 49
E25Ceo 25 60 45 E375C3 12,5 3
E50C80 50 80 46 b '
E60C 70 60 70 46 in gleicher Stufung bis
E75C70 75 70 46 E1500C 3 1500 3 49
E100C 40 ' 100 40 47
E125C 40 125 40 47 E125C5 375 5
M 20 C 120 20 120 45 E25C5 25 5 49
m 25 E 120 25 120 :g E375C5 12,5 5
60 C 140 60 140 in alei i
M 75 € 140 = o 48 ;Ené;;c(?gr Stufung bis 1500 5 w0
Mo C a0 . 80 80 47
100C 80 - 100 80
V10 C 60 10 e 45 E125C10 37,5 10
E25C10 25 10 49
V12,5C60 12,5 60 45 E375C10 3.5 10
V30C70 30° 70 46 S : L
V37C70 i 37 70 46 in gleicher Stufung bis
V40C 40 . 40 40 47 E1000C 10 1000 10 -9
V50 C 40 I 50 40 47
B20C25 5 20 25 48
B25C25 - 25 25 48
B 20 C 200 20 200 46
B 25 C 200 25 200 46
B 40 C 80 40 80 47
B50C80 50 80 47
Selenhochspannungsgleichrichter TS
CeJleHOBBIM BHIIPSMMTENh BBICOKOTO HANPAMKEHMSA
High-voltage selenium rectifier TS
0 Bau-
L Ue/kV le/mA kV P
yp e/ af Usr/ i
1565 i 6,5 0.3 7.8 +50
759 . 9 0.3 10,8 +50
TS 11 : 1 0.3 13,2 450 _
T513,5 [ 13,5 0,3 16,0 +50
TS 18 ' 18 0,3 21,6 +50
TS 20 20 0.3 24,0 +50
Selenhochspannungsstabgleichrichter im Keramikrohr
CeneHOBLIA CTEPIKHEBON BHIIPIMMTENb BHICOKOTO HANPIKEHMS B KepamMuuecKoi TpyOxe
High-voltage rod-type selenium rectifier in ceramic tube
-~ 5 Bau-
Typ Uan/V Ian/mA lg/mA Ugsfkv A dg
form
E2250C2,5 2250 25 200 9 40 80
E 3000 C 2 3000 2 150 10,7 40 80
E3750C2 3750 2 150 14 40 80 | 50
E4500C1,7 4500 1.7 100 17,5 40 80 |
E6000C 1,5 6000 1.5 100 22,6 40 80 |
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Selenhochspannungsstabgleichrichter im Kunststoffrahmen

CeJleHOBBIM CTEPIKHEBOH BBHIIPAMMHTE]b BBHICOKOT0 HANpPAMKEHHMA B ILUIACTMACCOBOM pame

High-voltage rod-type selenium rectifier in plastics frame

% Bau-
T Uan/V v len/mA
yp an/ Urr/ onf form
E 3500 C 15 3500 14,6 15 51
Selendioden
CeneHoBrie JHOABI
Selenium diodes
Typ bei Re/kQ bei Ure/V le/mA Bau-
Urs/V lefuA max. max form
D1 | 5 12-25 30 12 2
D8 ‘ 80 < 44 100 120 2 -
D 16 . 80 - 2 < 44 . 100 120 - 2 2
D18 I 180 <120 100 270 2
Selenstabilisatoren
Cenenossie cTabmm3aTops
Selenium stabilizers
Ty‘p I_‘(enn- Uﬂ'v T 'n(mA Bau-
zeichnung | form
0.5§t1 31 05--- 06 '
1,05t1 2 10+ 1,2
1,55t1 53 180018 ; 05---20 53
2,0St1 Sa 2,0---2,4 [
2.5?1 gs 2,5--- 30 ;
3,05t1 6 30--- 36 .
3,55t1 S7 " 35 42 ' 0.5+ 20 53
405t1 S8 | 20--- 48 ;
0,55t 10 151 [ 05--- 06 [
1,05t 10 152 _ 1,0--1,2 |
1,55t 10 153 i 15---1.8
2,05t 10 154 i 2,024 1 ,
2,55t 10 155 ; 25.--30 20---20 53
3,05t10 156 | 3036
3,55t 10 157 - 35---42
405t10 158 40--- 4,8
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Selenamplitudenbegrenzer
CeneHOBBIE OTPAHMIMTENM AMILDITYX

Selenium amplitude limiter

Typ Aquivalenzwiderstand in 2 fBoa;:
KG 70 bei 0,2V bei 1,2V -
= 3500 <10
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